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(57) Zusammenfassung: Implementierungen von Verfahren
zum Vereinzeln von Dies aus einem Wafer kénnen einschlie-
Ren: Bereitstellen eines Halbleiterwafers, der eine erste Sei-
te und eine zweite Seite aufweist. Die erste Seite kann ei-
ne Vielzahl von Dies und eine Vielzahl von Vereinzelungs-
gassen zwischen den einzelnen der Vielzahl von Dies ein-
schliefen. Das Verfahren kann ein Aufbringen einer Maske
Uber der Vielzahl von Dies und um die Vielzahl von Verein-
zelungsgassen herum einschlieen. Auch kann das Verfah-
ren ein Nasséatzen einschlieen, das in der Vielzahl der Ver-
einzelungsgassen und durch den Halbleiterwafer hindurch
erfolgt, um die Vielzahl von Dies zu vereinzeln.
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Beschreibung

QUERVERWEIS AUF
VERWANDTE ANMELDUNGEN

[0001] Diese Anmeldung beansprucht fir Seddon
die Rechte aus dem Einreichungstag der vorlaufi-
gen US-Patentanmeldung 62/827,976 mit dem Ti-
tel ,WET CHEMICAL DIE SINGULATION SYSTEMS
AND RELATED METHODS* (,Nasschemische Die-
Vereinzelungssysteme und zugehdrige Verfahren®),
die am 2. April 2019 eingereicht wurde und deren
Offenbarung hiermit durch Bezugnahme in ihrer Ge-
samtheit aufgenommen wird.

HINTERGRUND
Technisches Gebiet

[0002] Gesichtspunkte dieses Dokuments betreffen
generell Die-Vereinzelungssysteme und -verfahren.
Speziellere Implementierungen umfassen Verfahren
des nasschemischen Atzens.

Hintergrund

[0003] Halbleitervorrichtungen schlieen integrierte
Schaltungen ein, die in Ublichen elektrischen und
elektronischen Vorrichtungen wie Telefonen, Desk-
tops, Tablets, anderen Datenverarbeitungsvorrich-
tungen und anderen elektronischen Vorrichtungen
anzutreffen sind. Die Vorrichtungen werden separiert
durch Vereinzeln eines Wafers aus halbleitendem
Material in eine Vielzahl von Halbleiter-Dies. Nach
der Vereinzelung kann der Chip auf einem Gehause
montiert und elektrisch mit dem Gehause integriert
werden, das dann in der elektrischen oder elektroni-
schen Vorrichtung verwendet werden kann.

KURZDARSTELLUNG

[0004] Implementierungen von Verfahren zum Ver-
einzeln von Dies aus einem Wafer kdnnen einschlie-
Ren: Bereitstellen eines Halbleiterwafers, der eine
erste Seite und eine zweite Seite aufweist. Die ers-
te Seite kann eine Vielzahl von Dies und eine Viel-
zahl von Vereinzelungsgassen zwischen den einzel-
nen der Vielzahl von Dies einschlieRen. Das Verfah-
ren kann ein Aufbringen einer Maske Uber der Viel-
zahl von Dies und um die Vielzahl von Vereinzelungs-
gassen herum einschliel3en. Auch kann das Verfah-
ren ein Nassatzen einschlieen, das in der Vielzahl
der Vereinzelungsgassen und durch den Halbleiter-
wafer hindurch erfolgt, um die Vielzahl von Dies zu
vereinzeln.

[0005] Implementierungen von Verfahren zum Ver-
einzeln von Dies aus einem Wafer kénnen eines, al-
les oder beliebiges von Folgendem einschlielRen:
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Der Halbleiterwafer kann eine Dicke von 25 Mi-
krometer bis 50 Mikrometer aufweisen.

Das Nassatzen umfasst ein Aufbringen eines
Atzmittels auf entweder die erste Seite des Wa-
fers oder die zweite Seite des Wafers.

[0006] Auch kann das Verfahren ein Befestigen des
Halbleiterwafers an einem Klebeband einschlieRen.

[0007] Auch kann das Verfahren ein Befestigen des
Wafers an einem Trager einschlielen.

[0008] Das Nassatzen kann eines von einem Ein-
tauchen des Halbleiterwafers in ein Atzbad, einem
Bespriihen des Halbleiterwafers mit einem Atzmittel
oder einem Bilden von Lachen des Atzmittels auf dem
Halbleiterwafer einschlieen.

[0009] Die Maske kann temporar vorhanden sein
oder als Opfermaterial entfernt werden.

[0010] Auch kann das Verfahren ein Regulieren der
Geschwindigkeit des Nassatzens durch Temperieren
eines Atzmittels einschlieRen.

[0011] Implementierungen von Verfahren zum Ver-
einzeln von Dies aus einem Wafer kbnnen einschlie-
Ren: Bereitstellen eines Halbleiterwafers, der eine
erste Seite und eine zweite Seite aufweist. Die ers-
te Seite kann eine Vielzahl von Dies und eine Viel-
zahl von Vereinzelungsgassen zwischen den einzel-
nen der Vielzahl von Dies einschliellen. Der Wafer
kann eine Dicke von 10 Mikrometer bis 50 Mikro-
meter aufweisen. Das Verfahren kann ein Koppeln
des Halbleiterwafers an ein Band einschlieRen, wo-
bei das Band mit einem Folienrahmen gekoppelt ist.
Das Verfahren kann ein Aufbringen einer Maske tber
der Vielzahl von Dies und um die Vielzahl von Gas-
sen herum einschlielen. Das Verfahren kann nur ein
Nassatzen einschlieen, das in der Vielzahl der Ver-
einzelungsgassen und durch den Halbleiterwafer hin-
durch erfolgt, um die Vielzahl von Dies zu vereinzeln.

[0012] Implementierungen von Verfahren zum Ver-
einzeln von Dies aus einem Wafer kdnnen eines, al-
les oder beliebiges von Folgendem einschliel3en:

Das Verfahren kann auch ein Vereinzeln der
Vielzahl von Dies durch Strahlablation einschlie-
Ben.

[0013] Das Nassatzen kann ein Aufbringen eines
Atzmittels auf entweder die erste Seite des Wafers
oder die zweite Seite des Wafers einschliel3en.

[0014] Das Nassatzen kann eines von einem Ein-
tauchen des Halbleiterwafers in ein Atzbad, einem
Bespriihen des Halbleiterwafers mit einem Atzmittel
und einem Bilden von Lachen des Atzmittels auf dem
Halbleiterwafer einschlie3en.
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[0015] Die Maske kann temporar vorhanden sein
oder als Opfermaterial entfernt werden.

[0016] Das Verfahren kann ferner ein Regulieren der
Geschwindigkeit des Nassatzens durch Temperieren
eines Atzmittels einschlieRen.

[0017] Implementierungen von Verfahren zum Ver-
einzeln von Dies aus einem Wafer kénnen einschlie-
Ren: Bereitstellen eines Halbleitersubstrats, das ei-
ne erste Seite und eine zweite Seite und eine Di-
cke zwischen der ersten Seite und der zweiten Sei-
te aufweist. Die erste Seite kann eine Vielzahl von
Dies und eine Vielzahl von Vereinzelungsgassen zwi-
schen den einzelnen der Vielzahl von Dies einschlie-
Ren. Das Verfahren kann ein Koppeln eines Grund-
metalls an die zweite Seite des Halbleiterwafers und
ein Aufbringen einer Maske Uber der Vielzahl von
Dies und um die Vielzahl von Gassen herum ein-
schlielen. Das Verfahren kann ein Nassatzen ein-
schlieen, das in der Vielzahl von Vereinzelungsgas-
sen und durch die Dicke hindurch erfolgt. Der Wafer
kann eine Dicke von 10 Mikrometer bis 100 Mikrome-
ter aufweisen.

[0018] Implementierungen von Verfahren zum Ver-
einzeln von Dies aus einem Wafer kénnen eines, al-
les oder beliebiges von Folgendem einschlielRen:

Das Verfahren kann ein Vereinzeln der Vielzahl
von Dies durch Strahlablation einschlieen.

[0019] Das Nassatzen kann ein Aufbringen eines
Atzmittels auf entweder die erste Seite des Wafers
oder die zweite Seite des Wafers einschliel3en.

[0020] Das Nassatzen kann eines von einem Ein-
tauchen des Halbleiterwafers in ein Atzbad, einem
Bespriihen des Halbleiterwafers mit einem Atzmittel
und einem Bilden von Lachen des Atzmittels auf dem
Halbleiterwafer einschliel3en.

[0021] Auch kann das Verfahren ein Entfernen der
Maske wahrend des Nassatzens einschliel3en.

[0022] Das Verfahren kann ferner ein Nassatzen des
Grundmetalls einschlieRen.

[0023] Die vorstehenden und weitere Gesichtspunk-
te, Merkmale und Vorteile sind flir den Fachmann aus
der BESCHREIBUNG und den ZEICHNUNGEN so-
wie aus den ANSPRUCHEN ersichtlich.

Figurenliste

[0024] Im Folgenden werden Implementierungen in
Verbindung mit den beigefiigten Zeichnungen be-
schrieben, worin gleiche Bezugszeichen gleichartige
Elemente bezeichnen, und
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Fig. 1 eine Seitenansicht einer Implementierung
eines Wafers mit einer Vielzahl von darauf darin
ausgebildeten Halbleiter-Dies ist;

Fig. 2 eine Seitenansicht einer Implementierung
eines Wafers ist, die an eine Implementierung
eines Bandes auf einer Implementierung eines
Folientragers gekoppelt ist;

Fig. 3 eine Seitenansicht einer Implementie-
rung eines Wafers ist, die an eine Implemen-
tierung eines Tragers gekoppelt ist, die an eine
Implementierung einer Unterdruckspannvorrich-
tung gekoppelt ist;

Fig. 4 eine Seitenansicht einer Implementierung
eines Wafers ist, die eine Implementierung einer
Maske aufweist, die auf einer ersten Seite der
Implementierung des Wafers aufgebracht ist;

Fig. 5 eine Seitenansicht einer Implementierung
eines Wafers ist, die eine Implementierung einer
Maske aufweist, die auf einer zweiten Seite der
Implementierung des Wafers aufgebracht ist;

Fig. 6 eine Seitenansicht einer Implementierung
eines Wafers ist, die eine Implementierung eines
Grundmetalls auf einer zweiten Seite der Imple-
mentierung des Wafers aufweist;

Fig. 7 eine Seitenansicht einer Implementierung
eines Wafers ist, die an eine Implementierung ei-
nes Folienrahmens gekoppelt ist, wobei der Wa-
fer eine Implementierung einer Maske aufweist,
die auf ein Grundmetall auf einer zweiten Seite
des Wafers aufgebracht ist;

Fig. 8 eine Seitenansicht"einer Implementierung
eines Wafers nach dem Atzen durch ein Grund-
metall auf einer zweiten Seite des Wafers ist;

Fig. 9 eine Seitenansicht einer Implementierung
einer Vielzahl von Dies auf einer Implementie-
rung eines Folienrahmens ist;

Fig. 10 eine Seitenansicht einer Implementie-
rung eines Wafers ist, die eine Implementierung
einer Maske aufweist, die Uber einer Vielzahl
von Dies aufgebracht ist, wobei der Wafer an
eine Implementierung eines Folienrahmens ge-
koppelt ist;

Fig. 11 eine Seitenansicht einer Implementie-
rung einer Vielzahl von Dies ist, die eine Im-
plementierung einer aufgebrachten Maske auf-
weist, wobei die Vielzahl von Dies an eine Imple-
mentierung eines Folienrahmens gekoppelt ist;

Fig. 12 eine Seitenansicht einer Implementie-
rung eines Wafers ist, die eine Implementierung
einer aufgebrachten Maske aufweist, wobei der
Wafer an eine Implementierung eines Folienrah-
mens gekoppelt ist;

Fig. 13 eine Seitenansicht einer Implementie-
rung einer Vielzahl von Dies auf einer Implemen-
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tierung eines Folienrahmens nach der Vereinze-
lung ist;

Fig. 14 eine Seitenansicht einer Implementie-
rung eines Wafers ist, die die Vielzahl von mittels
einer S&ge vorgeschnittenen Vereinzelungsgas-
sen aufweist;

Fig. 15 eine Seitenansicht einer Implementie-
rung einer Vielzahl von Dies auf einer Implemen-
tierung eines Folienrahmens nach der Vereinze-
lung ist;

Fig. 16 eine Seitenansicht einer Implementie-
rung eines Wafers ist, die die Vielzahl von mittels
einer Implementierung eines Atzwerkzeugs vor-
geschnittenen Vereinzelungsgassen aufweist;

Fig. 17 eine Seitenansicht einer Implementie-
rung eines Wafers wahrend einer Implementie-
rung eines Plasmaéatzverfahrens ist;

Fig. 18 eine Seitenansicht einer Implementie-
rung eines Wafers wahrend einer Implementie-
rung eines Verfahrens des verdeckten Atzens
ist;

Fig. 19 eine Seitenansicht einer Implementie-
rung einer Vielzahl von Dies auf einer Implemen-
tierung eines Folienrahmens nach der Vereinze-
lung ist;

Fig. 20 eine Seitenansicht einer Implementie-
rung eines Wafers in einer Implementierung ei-
nes Atzbades ist;

Fig. 21 eine Seitenansicht einer Implementie-
rung eines Wafers ist, bei der eine Implementie-
rung einer Atzchemie auf den Wafer gespriiht ist;

Fig. 22 eine Seitenansicht einer Implementie-
rung eines Wafers ist, der auf einer Unterdruck-
spannvorrichtung gedreht wird;

Fig. 23 eine Seitenansicht einer Implementie-
rung eines Wafers ist, der eine Implementierung
eines Randrings aufweist;

Fig. 24 eine Seitenansicht einer Implementie-
rung eines Wafers mit einer Implementierung ei-
nes Randrings nach der Vereinzelung ist; und

Fig. 25 eine Seitenansicht einer Implementie-
rung zweier Dies nach der Vereinzelung durch
Nassatzen ist.

BESCHREIBUNG

[0025] Diese Offenbarung, ihre Gesichtspunkte und
Implementierungen sind nicht auf die hier offenbar-
ten speziellen Komponenten, Montageverfahren oder
Verfahrenselemente beschrankt. Viele weitere im
Stand der Technik bekannte Komponenten, Monta-
geprozeduren und/oder Verfahrenselemente, die mit
den angestrebten nassatzenden Vereinzelungssys-
temen vereinbar sind, gehen aus dieser Offenbarung
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zur Verwendung mit besonderen Implementierungen
hervor. Dementsprechend kénnen zum Beispiel, ob-
wohl besondere Implementierungen offenbart sind,
solche Implementierungen und implementierenden
Komponenten beliebige Formen, Gréf3en, Bauarten,
Typen, Modelle, Versionen, Abmessungen, Konzen-
trationen, Materialien, Mengen, Verfahrenselemente,
Schritte und/oder dergleichen, wie aus dem Stand der
Technik fir solche nassatzende Vereinzelungssyste-
me bekannt ist, sowie implementierende Komponen-
ten und Verfahren umfassen, die mit dem beabsich-
tigten Betrieb und den beabsichtigten Verfahren ver-
einbar sind.

[0026] Aufgrund der Miniaturisierung von Baueinhei-
ten und der Notwendigkeit erhéhter Wirkungsgrade
bei MOSFET-Vorrichtungen nimmt die typische Chip-
dicke bei neuen Vorrichtungen kontinuierlich ab. Um
die Anforderungen der Industrie zu erfillen, werden
laufend neue Technologien fir etwa 25 bis 50 um di-
cke Dies entwickelt. Ein Die-Vereinzelungsprozess,
der fir etwa 10 bis 100 um dicke Wafer optimal ist,
kann bei der Mehrzahl der neuen Technologien die
Anforderungen erfullen.

[0027] Bei Halbleiter-Dies, die weniger als etwa 50
Mikrometer Dicke aufweisen, treten besondere Ver-
arbeitungsprobleme auf. Die-Handhabung, Die-Fes-
tigkeit und Durchfihrung von Verarbeitungsvorgan-
gen mit dem Die stellen jeweils besondere Heraus-
forderungen dar, da ein Die- bzw. Waferbruch die
Ausbeute signifikant reduzieren und/oder die Vorrich-
tungszuverlassigkeit beeintrachtigen kann. Die Die-
Festigkeit wird durch herkdmmliche Vereinzelungs-
moglichkeiten wie S&gen negativ beeinflusst, da sie
Ausbriiche am Die und Risse entlang der Vereinze-
lungsgassen verursachen. Diese Ausbriiche und Ris-
se, die wahrend des Sageprozesses entstanden sind,
kdnnen sich schlieRlich wahrend des Betriebs und
der Zuverlassigkeitsprifung fortpflanzen und zum
Ausfall des Chips flhren. Das hierin beschriebene
Verfahren kann bei schmalen Sdgegassen verwen-
det werden und kann gréRere Die-Festigkeiten bie-
ten. Bei verschiedenen Implementierungen kann ein
gesamter Wafer auf einmal vereinzelt werden. Bei
anderen Implementierungen kdnnen mehrere Wafer
gleichzeitig vereinzelt werden.

[0028] Bezugnehmend auf Fig. 1: ist eine Seiten-
ansicht eines Substrats 2, einschlie3lich der Dies 4
auf einer ersten Seite 6 des Substrats, veranschau-
licht. Das Substrat 2 schliel3t auflerdem eine Viel-
zahl von Vereinzelungsgassen 8 zwischen den ein-
zelnen der Vielzahl von Dies ein. Der Begriff ,Sub-
strat® bezieht sich auf ein Halbleitersubstrat, inso-
fern als ein Halbleitersubstrat ein Ublicher Substrat-
typ ist, jedoch ist ,Substrat® kein ausschlief3licher Be-
griff, der verwendet wird, um auf alle Halbleitersub-
strattypen zu verweisen. In ahnlicher Weise kann
sich der Begriff ,Substrat® auf einen Wafer bezie-
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hen, insofern als ein Wafer ein Ublicher Substrat-
typ ist, jedoch ist ,Substrat® kein ausschlief3licher Be-
griff, der verwendet wird, um auf alle Wafer zu ver-
weisen. Die in diesem Dokument offenbarten ver-
schiedenen Halbleitersubstrattypen, die in verschie-
denen Implementierungen verwendet werden kon-
nen, kénnen als nicht einschrankendes Beispiel rund,
abgerundet, quadratisch, rechteckig oder jede ande-
re geschlossene Form sein. Bei verschiedenen Im-
plementierungen kann das Substrat 2 ein Substrat-
material einschlieen, wie, als nicht einschrankendes
Beispiel, einkristallines Silicium, Siliciumdioxid, Glas,
Galliumarsenid, Saphir, Rubin, Silicium-auf-Isolator,
Siliciumcarbid, polykristalline oder amorphe Formen
jedes der vorstehenden Materialien und jedes andere
Substratmaterial, das zur Herstellung von Halbleiter-
vorrichtungen verwendbar ist. In bestimmten Imple-
mentierungen kann das Substrat ein Silicium-auf-lso-
lator-Substrat sein.

[0029] Obwohl sich die hierin offenbarten Verfah-
ren auf ein Vereinzeln des Substrats 2 konzentrie-
ren, versteht es sich, dass das Substrat 2 ande-
re, nicht dargestellte Elemente, wie eine Vielzahl
von Halbleitervorrichtungen einschliefen kann und/
oder damit gekoppelt sein kann. Auch wenn der
Begriff ,Wafer zur Beschreibung vieler der Halblei-
ter verwendet wird, die unter Verwendung der hier-
in offenbarten Verfahren bearbeitet werden, kdnnen
die Verfahren auch auf Substrate angewendet wer-
den. Bei solchen Implementierungen kann die Viel-
zahl der Halbleitervorrichtungen eine Leistungsvor-
richtung oder eine Nicht-Leistungshalbleitervorrich-
tung einschlielen. Bei Implementierungen, bei de-
nen eine Vielzahl von Leistungsvorrichtungen an das
Substrat gekoppelt wird, kénnen die Leistungsvor-
richtungen, als nicht einschrédnkendes Beispiel, ei-
nen Metall-Oxid-Feldeffekttransistor (MOSFET), ei-
nen Bipolartransistor mit isoliertem Gate (IGBT), eine
Diode, einen Thyristor, einen steuerbaren Silicium-
gleichrichter (vTriac) oder eine andere Art von Leis-
tungshalbleitervorrichtung einschlief3en.

[0030] Immer noch bezugnehmend auf Fig. 1 kann
ein Verfahren zum Vereinzeln von Dies aus einem
Wafer durch Nassatzen ein Bereitstellen eines Halb-
leiterwafers einschlief3en, der eine erste Seite und ei-
ne zweite Seite aufweist. Auf der ersten Seite kann
der Halbleiterwafer eine Vielzahl von Dies und eine
Vielzahl von Vereinzelungsgassen/Die-Rasterlinien/
Ritzrahmen zwischen den einzelnen der Vielzahl von
Dies einschlieRen. Bei verschiedenen Implementie-
rungen ist der Wafer 2 abgedinnt. Bei besonderen
Implementierungen kann das Substrat 2 etwa 25 Mi-
krometer, weniger als 30 Mikrometer (um) dick und/
oder weniger als 50 um dick sein. Bei anderen Im-
plementierungen kann das Substrat etwa 8 um dick
sein. Bei einigen Implementierungen kann das Sub-
strat etwa 10 bis 100 um dick sein. Das Verfahren
kann ein Aufbringen einer Maske Uber der Vielzahl
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von Dies und um die Vielzahl von Gassen herum ein-
schlieBen. Auch kann das Verfahren ein Nassatzen
einschliel®en, das in der Vielzahl der Vereinzelungs-
gassen und durch den Halbleiterwafer hindurch er-
folgt, um die Vielzahl von Dies zu vereinzeln. Bei ei-
nigen Implementierungen des Verfahrens wird gege-
benenfalls nur ein Nassatzen angewendet, um die
Vielzahl von Dies zu vereinzeln. Bei anderen Imple-
mentierungen kénnen die Vereinzelungsgassen vor-
geschnitten oder vorgeatzt werden, wozu, als nicht
einschrankendes Beispiel, Sdgen, Laser, verdecktes
Atzen, Ritzen, Plasmaatzen oder andere Verfahren
zum Entfernen des Halbleitermaterials zwischen Dies
auf einem Wafer/Substrat verwendet werden.

[0031] In Fig. 1 sind die Dies auf beiden Seiten der
Vereinzelungsgasse 8 veranschaulicht. Bei verschie-
denen Implementierungen kénnen die Dies Alumini-
um, Kupfer und andere elektrisch leitende Materialien
einschliefen. Nach Abschluss des Fertigungsprozes-
ses (oder, bei einigen Implementierungen, wahrend
eines Teils davon), kann das Halbleitersubstrat 2 ab-
gedinnt werden, und zwar auf einer Seite des Halb-
leitersubstrats 2, die der Seite gegenuberliegt, auf
der die eine oder die mehreren Halbleitervorrichtun-
gen gebildet worden sind. Der Abdinnungsprozess
erfolgt durch Backgrinding, L4ppen, chemisches At-
zen, eine Kombination davon oder eine andere Tech-
nik, um das Material des Halbleitersubstrats 2 tber
der grélten planen Substratoberflache im Wesentli-
chen gleichmaRig zu entfernen.

[0032] Bei verschiedenen Implementierungen kann
das Substrat 2 auf eine durchschnittliche Dicke von
weniger als 50 ym abgedinnt werden. Bei ande-
ren Implementierungen kann das Substrat 2 auf eine
durchschnittliche Dicke von weniger als 30 um abge-
dinnt werden. Bei noch anderen Implementierungen
kann das Substrat 2 auf eine durchschnittliche Dicke
von weniger als 100 ym, mehr als 100 ym abgediinnt
werden, und bei anderen, verschiedenen Implemen-
tierungen darf das Substrat 2 nicht abgediinnt wer-
den. Bei besonderen Implementierungen kann das
Substrat 2 auf eine durchschnittliche Dicke von 25 pm
abgedunnt werden, und bei anderen besonderen Im-
plementierungen kann das Substrat auf eine durch-
schnittliche Dicke von 75 um abgedinnt werden. Wie
hierin verwendet, ist die durchschnittliche Dicke die
Uber mindestens einem GroRteil der grofiten planen
Oberflache des Substrats oder Wafers gemessene
Dicke. Das Substrat 2 kann durch Backgrinding, At-
zen oder eine andere Abdinnungstechnik abgediinnt
werden. Bei verschiedenen Implementierungen kann
die Wafermarkierungs-ID geschiitzt werden, sodass
sie nicht weggeatzt wird, sondern nach der Vereinze-
lung noch erhalten ist.

[0033] Bei verschiedenen Implementierungen kann
der Abdiinnungsprozess einen Randring um den Wa-
fer herum entstehen lassen (wie jenen, der bei dem
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Backgrinding-Prozess vorhanden ist, der von Dis-
co Hi-Tec America, Inc., aus Santa Clara, Kalifor-
nien, unter dem Handelsnamen TAIKO vermarktet
wird). Der Randring wirkt so, dass er den Wafer
nach dem Abdulnnen strukturell stiitzt, sodass wéh-
rend nachfolgender Verarbeitungsschritte kein Wa-
fertrager verwendet werden muss. Bei verschiede-
nen Implementierungen kann der Abdinnungspro-
zess durchgefuhrt werden, nachdem das Halbleiter-
substrat 2 an einem Backgrindingband befestigt wor-
den ist, unabhangig davon, ob wahrend des Back-
grindings ein Randring ausgebildet wird oder nicht.
Es kann eine groRe Vielfalt von Backgrindingban-
dern bei verschiedenen Implementierungen verwen-
det werden, darunter solche, die mit nachfolgenden
Atzvorgéngen kompatibel sind.

[0034] Bezugnehmend auf Fig. 2 ist eine Implemen-
tierung eines Wafers 12 veranschaulicht, der an ein
Band 14 gekoppelt ist, das an einen Folienrahmen 16
gekoppelt ist. Bei verschiedenen Implementierungen
kann das Band ein Bestlickungsband sein. Bei eini-
gen Implementierungen kann der Folienrahmen ein
saurebestandiges Material sein. Der Folienrahmen
kann, als nicht einschréankendes Beispiel, aus Poly-
phenylensulfid, Styrol-Acrylnitril, Polyethylentereph-
thalat-Glycol (PETG), schwarzem leitendem Polysty-
rol und anderen harten Kunststoffen hergestellt sein.
Wie in Fig. 2 veranschaulicht, schlie3t die erste Sei-
te des Wafers 18 eine Vielzahl von Dies 22 und eine
Vielzahl von Vereinzelungsgassen 24 zwischen den
einzelnen der Vielzahl von Dies 22 ein. Eine Imple-
mentierung eines Verfahrens zum Vereinzeln einer
Vielzahl von Dies 22 aus einem Wafer 12 kann ein-
schliel®en, einen Halbleiterwafer 12 bereitzustellen,
der eine erste Seite 18 und eine zweite Seite 20 auf-
weist. Auch kann das Verfahren ein Aufbringen ei-
ner Maske Uber der Vielzahl von Dies und um die
Vielzahl von Gassen herum einschlieRen. Die Viel-
zahl von Dies kann durch ausschlief3liches Nassat-
zen, das in der Vielzahl der Vereinzelungsgassen und
durch den Halbleiterwafer hindurch erfolgt, vereinzelt
werden. Bei verschiedenen Implementierungen kon-
nen die Nassatzchemikalien unter anderem gepuf-
ferte Flusssaure (BHF) oder andere Atzs&uren sein.
Verschiedene Konzentrationen von Fluorwasserstoff
(HF), Salpetersaure (HNO,), Phosphorséaure (H;PO,)
und Schwefelsdure (H,SO,). Es kann, als nicht ein-
schrankendes Beispiel, (HF:HNO;:H;P0O,4:H,SO,) im
Verhaltnis von 2:2:1:1 verwendet werden, oder fiir ein
langsameres Atzen kann (HF:HNO;:H,SO,) im Ver-
haltnis von 1:1:8 verwendet werden. Bei einigen Im-
plementierungen kann eine einzige Saure verwendet
werden. Bei anderen Implementierungen kann mehr
als eine Saure in einem einzigen Nassatzprozess ver-
wendet werden. Bei verschiedenen Implementierun-
gen kann es sich bei der Maske um eine Opfermas-
ke, eine organische Maske oder andere Masken han-
deln, die wahrend des Atzprozesses entfernt wer-
den. Bei anderen Implementierungen kann die Mas-
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ke ein hartes Material sein, das im Halbleiterwafer-
Herstellungsprozess verwendet wird, wie, als nicht
einschrankendes Beispiel, eine Passivierungsschicht
oder eine Metallisierungsschichten.

[0035] Bezugnehmend auf Fig. 3 ist ein Wafer 28
veranschaulicht, der an einem Trager 30 befestigt ist.
Bei verschiedenen Implementierungen kann das Ver-
fahren ferner ein Befestigen des Wafers an einem
Trager einschlielen. Der Trager kann an einer Un-
terdruckspannvorrichtung 32 befestigt sein. Bei ver-
schiedenen Implementierungen kann der Wafer sich
auch auf einem temporaren Trager befinden, bei dem
unter jedem Die ein Unterdruck zur Anwendung ge-
langt, sodass, sobald der Atz- und Spiilprozess ab-
geschlossen ist, die Dies leicht von dem harten Tra-
ger statt von einem Klebeband abgenommen werden
kénnen.

[0036] Bezugnehmend auf Fig. 4 ist ein Wafer 34
veranschaulicht, der eine Uber einer Vielzahl von Dies
38 strukturierte Maske 36 aufweist. Die Maske 36 ist
um eine Vielzahl von Vereinzelungsgassen 40 her-
um strukturiert. Das Verfahren zum Vereinzeln von
Dies kann ein Aufbringen einer Maske Uber der Viel-
zahl von Dies und um die Vielzahl von Vereinzelungs-
gassen herum einschlieen. Bei verschiedenen Im-
plementierungen kann der Wafer mit einem Photo-
resist auf der Wafer-Vorderseite strukturiert werden.
Bei anderen Implementierungen kann ein Photoresist
auf einer zweiten Seite oder Rickseite des Wafers
strukturiert werden. Bei einigen Implementierungen
kann die Maske eine temporare Maske sein. Bei noch
anderen Implementierungen kann die Maskierungs-
schicht wahrend des Atzprozesses geopfert und ent-
fernt oder teilweise entfernt werden. Bei verschiede-
nen Implementierungen kdnnen die Nassatzchemi-
kalien die gleichen Chemikalien einschlief3en, die fur
die Waferabdiinnung verwendet werden.

[0037] Bezugnehmend auf Fig. 5 ist eine Implemen-
tierung eines Wafers 41 veranschaulicht, der auf der
zweiten Seite 44 des Wafers 41 eine Maskenschicht
42 aufweist. Die Maske 42 wird auf der Seite gegen-
Uber den Dies 46 auf der ersten Seite 50 des Wa-
fers 44 strukturiert. Die Maske 42 wird um die Ver-
einzelungsgassen 52 herum strukturiert. Bei dieser
besonderen Implementierung erfolgt das nasschemi-
sche Atzen auf der zweiten Seite des Wafers. Wie
an friherer Stelle bei anderen Implementierungen
beschrieben, kann das Nassatzen von Wafern auch
von der ersten Seite des Wafers aus erfolgen. Bei
verschiedenen Implementierungen eines Verfahrens
zum Vereinzeln von Dies aus einem Wafer kann eine
Maske auf der ersten Seite des Wafers oder der zwei-
ten Seite des Wafers strukturiert werden. Bei eini-
gen Implementierungen kann das Atzwerkzeug, das
bei den hierin beschriebenen Verfahren verwendet
wird, eine integrierte Endpunktdetektion aufweisen.
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Eine integrierte Endpunktdetektion kann eine besse-
re Steuerung des Atzprozesses ermdglichen.

[0038] Bezugnehmend auf Fig. 6 bis Fig. 9 ist eine
Implementierung zum Vereinzeln von Dies auf einem
Wafer veranschaulicht, der eine Grundmetallschicht/
rickseitige Metallschicht aufweist. Bezugnehmend
auf Fig. 6 kann eine zweite Seite 54 des Sub-
strats 56 an eine Grundmetallschicht 58 gekoppelt
sein. Bei verschiedenen Implementierungen kann ei-
ne Grundmetallschicht 58 auf das Halbleitersubstrat
56 aufgebracht werden, etwa durch, als nicht ein-
schrankendes Beispiel, Sputtern, Aufdampfen, Plat-
tieren oder einen anderen Metallabscheidungspro-
zess. Die Grundmetallschicht kann, als nicht ein-
schrankendes Beispiel, Kupfer, Aluminium, Nickel ein
anderes Metall, eine Legierung davon und eine Kom-
bination davon einschlieRen. Bei verschiedenen Im-
plementierungen kann das Substrat 56 direkt an die
Grundmetallschicht 58 gekoppelt werden. Bei ande-
ren Implementierungen (obgleich nicht veranschau-
licht) kbnnen andere Schichten, wie eine Metallimpf-
schicht und/oder eine Haftschicht, zwischen die Me-
tallschicht und das Substrat 56 gekoppelt werden.
Bei noch anderen Implementierungen kann anstelle
einer Vielzahl von Schichten die Grundmetallschicht
die einzige Schicht sein, die Gber dem Substrat 56
gekoppelt wird. Bei verschiedenen Implementierun-
gen eines Verfahrens zum Vereinzeln von Dies aus
einem Wafer kann der Wafer mittels eines atzresis-
tenten Grundmetalls strukturiert werden, wie I6tbares
Metall, das auf der zweiten Seite des Wafers mit Gold
bedeckt wird.

[0039] Bei verschiedenen Implementierungen kann
die Grundmetallschicht etwa 10 um dick sein. Bei an-
deren Implementierungen kann die rickseitige Me-
tallschicht eine Dicke von mehr oder weniger als 10
pm aufweisen. Die riickseitige Metallschicht 58 kann
auf das Substrat 56 aufgedampft werden, bei an-
deren Implementierungen (einschlieRlich Implemen-
tierungen bei dickeren Substraten) jedoch kann die
Grundmetallschicht 58 auf das Substrat 56 plattiert
werden oder auf dem Substrat unter Verwendung
einer anderen Metallkopplungstechnik, wie Kleben/
Bonden einer Metallfolie auf das Substrat, gebildet
werden.

[0040] Bezugnehmend auf Fig. 7 ist der Wafer 56
auf einem Band 62 veranschaulicht, das mit einem
Folienrahmen 64 gekoppelt ist. Implementierungen
des Verfahrens konnen ein Koppeln der ersten Sei-
te 66 des Wafers 56 an das Band 62 einschliel3en.
Auf der ersten Seite 66 des Wafers befindet sich eine
Vielzahl von Dies 68, die durch eine Vielzahl von Ver-
einzelungsgassen 70 separiert sind. An eine zweite
Seite 54 des Wafers ist ein Grundmetall 58 gekoppelt.
Das Grundmetall wird dann mit einem Photoresist-
material 74 strukturiert. Bei anderen Implementierun-
gen, wenn auf dem Wafer ein Grundmetall vorhanden
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ist, kann eine Strahlablation in Kombination mit einem
Nassatzen verwendet werden, um das Grundmetall
nach dem Nasséatzen zu vereinzeln. Bezugnehmend
auf Fig. 8 ist der Wafer 56 nach dem Atzen durch das
Grundmetall 58 gezeigt.

[0041] Bezugnehmend auf Fig. 9 ist eine Vielzahl
von Dies nach der Vereinzelung veranschaulicht. Je-
des von der Vielzahl von Dies 68 schliel3t ein Grund-
metall 58 ein. Bei verschiedenen Implementierungen
kann die Maske eine Opfermaske sein, die im Rah-
men des Atzprozesses entfernt wird. Bei anderen Im-
plementierungen kann die Maske wahrend der Ver-
einzelung teilweise oder vollstandig entfernt werden.
Bei noch anderen Implementierungen kann das Ver-
fahren nach der Vereinzelung der Vielzahl von Dies
ein Entfernen der Maske durch einen Spul-/Plasma-
veraschungsprozess einschlief3en. Die vereinzelten
Dies kdnnen dann vom Band abgegriffen werden. Bei
einigen Implementierungen kdnnen die vereinzelten
Dies auf ein anderes Band umgesetzt und von die-
sem Band abgegriffen werden.

[0042] Bezugnehmend auf Fig. 10 bis Fig. 11 ist eine
andere Implementierung eines Verfahrens zum Ver-
einzeln einer Vielzahl von Dies durch Nassatzen ver-
anschaulicht. In Fig. 10 ist ein Wafer 74 veranschau-
licht, der an einem Folienrahmen 76 befestigt ist. Der
Wafer 74 schliel3t eine strukturierte Maske 78 Uber
der Vielzahl von Dies 80 und um die/benachbart zu
den Vereinzelungsgassen 82 zwischen der Vielzahl
von Dies 80 ein. Das Verfahren schlieft ein, durch
Aufbringen eines Atzmittels auf die erste Seite des
Wafers 74 durch die Vereinzelungsgassen 82 hin-
durch zu atzen. Bei verschiedenen Implementierun-
gen kann die Geschwindigkeit der durch Atzen erfol-
genden Vereinzelung durch Temperieren des Atzmit-
tels reguliert werden. Die Atzrate kann auch durch
Aufstocken der Atzchemie mit Flusssaure (HF) ge-
steuert werden, da die HF wahrend des Atzprozesses
verbraucht wird. Basierend auf der Menge an Si, die
geatzt wurde, kénnen kleine Mengen an HF in fest-
gelegten Intervallen zur Atzchemie zugegeben wer-
den. Die HF kann auch zugegeben werden, wenn
ein Sensor in der Atzchemie die Notwendigkeit de-
tektiert, mehr HF zuzugeben. Das Aufstocken oder
Zugeben von mehr HF erméglicht, den Atzprozess
Uber einen langeren Zeitraum durchzufiihren. AulBer-
dem ermdglicht das Aufstocken der Atzchemie, dass
der Atzprozess schneller vonstattengeht. Nun bezug-
nehmend auf Fig. 11 ist die Vielzahl von Dies 80
nach der Vereinzelung veranschaulicht. Das Verfah-
ren schlielt ferner ein, das Maskenmaterial zu ent-
fernen. Bei verschiedenen Implementierungen kann
die Maske durch Spilen oder Plasmaveraschen ent-
fernt werden. Die Vielzahl von Dies kann dann unter
Verwendung jedes hierin beschriebenen Verfahrens
vom Band entfernt werden.



DE 10 2020 002 007 A1

[0043] Bezugnehmend auf Fig. 12 bis Fig. 13 ist ei-
ne weitere Abwandlung der Implementierungen eines
Verfahrens zum Vereinzeln von Dies veranschau-
licht. In Fig. 12 ist ein Wafer 84 veranschaulicht,
der an ein Band gekoppelt ist. Es ist eine Maske 88
veranschaulicht, die Uber der Vielzahl von Dies 90
und um die Vielzahl von Gassen 92 herum gekop-
pelt ist. Die Maske kann ein kurzzeitig atzresisten-
tes Material einschlieRen, das beim Atzen der Verein-
zelungsgassen abgebaut wird. Als nicht einschran-
kendes Beispiel kann die Maske ein Oxid oder orga-
nisches Material einschlieRen, das wahrend des At-
zens entfernt wird. Bei verschiedenen Implementie-
rungen kann ein Verfahren zum Vereinzeln der Dies
einschlielen, die Metallisierungs- und Passivierungs-
schichten auf dem Wafer als Hartmaske fiir den Atz-
prozess zu verwenden. Bezugnehmend auf Fig. 13
ist die Vielzahl von Dies 90 nach einem Atzen veran-
schaulicht, wobei das Maskenmaterial wahrend des
Atzens entfernt worden ist.

[0044] Bezugnehmend auf Fig. 14 ist eine Imple-
mentierung eines Verfahrens zum Vereinzeln von
Dies durch Nassatzen veranschaulicht, wobei das
Verfahren ein Vorschneiden von Vereinzelungsgas-
sen 94 unter Verwendung einer Sége 96 einschlief3t.
Bei verschiedenen Implementierungen kann ein Vor-
schneiden angewendet werden, um den Prozess des
Vereinzelns von Dies durch nasschemisches Atzen
weiter zu beschleunigen/zu steuern. Ein Vorschnei-
den kann bei Wafern angewendet werden, die eine
Dicke zwischen etwa 10 und 100 Mikrometer aufwei-
sen. Bei verschiedenen Implementierungen kann ein
Vorschneiden auch bei Substraten angewendet wer-
den, die eine Dicke zwischen etwa 25 und 50 Mikro-
meter aufweisen. Ein Vorschneiden kann auch beim
Durchschneiden der Grundmetallschicht helfen, um
den Wafer fir ein anschlieRendes Nassatzen vorzu-
bereiten, bei dem das Grundmetall als Maskierungs-
schicht verwendet wird. Bezugnehmend auf Fig. 15
ist die Vielzahl von Dies 98 nach der Vereinzelung
durch Nassatzen im Anschluss an das Vorschnei-
den veranschaulicht. Bei anderen Implementierun-
gen kann das Vorschneiden auch auf der Vorderseite
des Wafers (nicht gezeigt) angewendet werden, um
eine Passivierung oder eine Metallisierung aus der
Sagegasse zu entfernen, bevor der Nassatz-Verein-
zelungsprozess beginnt.

[0045] Bezugnehmend auf Fig. 16 ist ein Wafer 100
veranschaulicht, der mit einem Band 102 gekoppelt
ist. Hier schlieBt das Verfahren ein Vorschneiden
des Wafers 100 durch Laserritzen oder Strahlabla-
tion zum Starten eines partiellen Atzens des Wa-
fers ein. Wie veranschaulicht, wird durch das Vor-
schneiden das Grundmetall auf dem Wafer verein-
zelt, sodass das Grundmetall als Maskierungsmateri-
al fir den Nassatzprozess dienen kann. Das Verfah-
ren schlieRt dann ein nasschemisches Atzen ein, um
die Vielzahl von Dies vollstandig aus dem Wafer zu
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vereinzeln. Bezugnehmend auf Fig. 17 ist eine Im-
plementierung eines Wafers 103 wahrend eines Plas-
maatzens 104 veranschaulicht. Bei verschiedenen
Implementierungen eines Verfahrens zum Vereinzeln
einer Vielzahl von Dies 106 kann vor dem nasschemi-
schen Atzen der Vereinzelungsgassen ein partielles
Plasmaéatzen erfolgen. Das Plasmaatzen kann in Si-
tuationen eingesetzt werden, in denen es kein Grund-
metall auf der Riickseite des Wafers gibt, oder nach-
dem das Grundmetall bereits unter Verwendung ei-
nes der in diesem Dokument offenbarten Verfahren
vereinzelt wurde.

[0046] Bezugnehmend auf Fig. 18 bis Fig. 19 ist
eine Implementierung eines Verfahrens unter Ver-
wendung von Stealth Dicing in Kombination mit Nas-
satzen veranschaulicht. In Fig. 18 ist eine Imple-
mentierung eines Siliciumwafers 108 veranschau-
licht. Das Verfahren der Die-Vereinzelung schlief3t
ein Stealth Dicing ein, bei dem ein Laser in je-
der der Vereinzelungsgassen fokussiert wird, um in
der Vereinzelungsgasse einen beschadigten Bereich
zu bilden. Der Wafer 108 wird dann unter Verwen-
dung eines Bandexpanders gedehnt 114, um die
Dies entlang der beschéadigten Bereiche auseinan-
derzubrechen. Bei einigen Implementierungen kon-
nen die Dies durch Stealth Dicing teilweise verein-
zelt/beschadigt werden, und das verbleibende Ma-
terial, das erforderlich ist, die Dies zu vereinzeln,
kann dann von der Vereinzelungsgasse weg nass-
geatzt werden. Bei solchen Implementierungen kann
die Verwendung eines Bandexpanders nicht empfoh-
len werden. Bezugnehmend auf Fig. 19 ist die Viel-
zahl von Dies 116 veranschaulicht, nachdem der Ver-
einzelungsprozess abgeschlossen worden ist.

[0047] Das in diesem Dokument offenbarte Nassat-
zen kann durch verschiedene Verfahren erfolgen,
einschlieBlich, als nicht einschrankendes Beispiel,
Eintauchen des Halbleiterwafers in ein Atzbad, Be-
spriihen des Halbleiterwafers mit einem Atzmittel, Bil-
den von Lachen des Atzmittels auf dem Halbleiter-
wafer oder eine Kombination davon. Bezugnehmend
auf Fig. 20 ist ein Beispiel fur einen Wafer 118 veran-
schaulicht, der in ein Atzbad 120 eingetaucht ist. Die-
ses Verfahren zum Aufbringen des Atzmittels auf den
Wafer kann angewendet werden bei einem Einzel-
Wafer, einer Kassette von Wafern oder einem Wafer
oder einer Kassette von Wafern, der/die an ein Band
und einen Folienrahmen gekoppeltist. Auch kann das
Eintauchen des Wafers mit jedem Vorschneidever-
fahren zum Vereinzeln einer Vielzahl von Dies aus
einem Wafer mit einer Dicke zwischen etwa 10 und
100 Mikrometer verwendet werden. Bezugnehmend
auf Fig. 21 ist ein Beispiel fiir das Aufspriihen eines
Atzmittels 122 auf einen Halbleiterwafer 124 veran-
schaulicht. Wie veranschaulicht, ist der Wafer 124 an
ein Band gekoppelt. Bei verschiedenen Implementie-
rungen ist das Band ein Bestiickungsband. Bei an-
deren Implementierungen kénnen andere geeigne-
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te Bander verwendet werden. Bei verschiedenen Im-
plementierungen kann der Wafer wahrend des Auf-
spruhens an ein Spannfutter gekoppelt sein. Bezug-
nehmend auf Fig. 22 ist ein Beispiel fir einen Wa-
fer 126 veranschaulicht, der an ein Spannfutter 128
gekoppelt ist, das sich dreht 130. Wahrend sich das
Spannfutter dreht, kann das Atzmittel auf den Wafer
gespriht, gegossen oder gespritzt werden, um eine
Vielzahl von Dies aus dem Wafer zu vereinzeln. Der
Prozess des Drehens kann in einer Richtung erfol-
gen, in verschiedenen, wechselnden Richtungen er-
folgen, Perioden ohne Bewegung gefolgt von einem
Drehen des Wafers einschlielRen, eine von vielen an-
deren moglichen Kombinationen sein.

[0048] Bezugnehmend auf Fig. 23 bis Fig. 24 ist ei-
ne Implementierung eines Verfahrens zum Verein-
zeln einer Vielzahl von Dies aus einem Wafer veran-
schaulicht, der einen Randring aufweist. Wie vorste-
hend beschrieben, kann der Randring 132 wahrend
des Abdinnungsprozesses durch einen Schleifpro-
zess, wie einen Taiko-Schleifprozess, gebildet wer-
den. Bei verschiedenen Implementierungen kann der
Wafer auf eine Dicke von weniger als 39 Mikrome-
ter abgedinnt werden. Bei einigen Implementierun-
gen kann der Wafer eine Dicke von nur etwa 10 Mi-
krometer aufweisen. Das Verfahren zum Vereinzeln
der Vielzahl von Dies 134 kann ein Aufbringen ei-
ner Maske 136 auf einer zweiten Seite 138 des Wa-
fers 140 gegeniber der Vielzahl von Dies 134 auf
der ersten Seite des Wafers einschlief’en. Die Mas-
ke kann bei verschiedenen Implementierungen einen
strukturierten Photoresist einschlieRen. Die Maske
kann auf eine Grundmetallschicht 142 auf der zwei-
ten Seite des Wafers aufgebracht werden. Bei ver-
schiedenen Implementierungen kann die Maske ei-
ne Opfermaske sein und im Rahmen des Atzprozes-
ses entfernt werden. Bei einigen Implementierungen
kann die Maske eine Metallschicht oder eine Passi-
vierungsschicht einschlieen, die bereits als Teil des
Wafers eingeschlossen ist. Bei einigen Implementie-
rungen kann die Maske die Grundmetallschicht selbst
sein. Das Verfahren umfasst dann, durch Aufbringen
eines Atzmittels auf den Wafer durch die Vielzahl von
Vereinzelungsgassen 144 zwischen der Vielzahl von
Dies 134 hindurchzuatzen. Bei verschiedenen Im-
plementierungen kann das nasschemische Atzmittel
mehr als eine Saure oder ein anderes in diesem Do-
kument offenbartes Nassatzmittel einschlielen. Die
Geschwindigkeit der Vereinzelung kann durch Tem-
perieren des Nassatzmittels gesteuert werden. Bei
verschiedenen Implementierungen kann das Atzmit-
tel aufgebracht werden durch Eintauchen des Wafers
in Atzmittel, durch Spriihen des Atzmittels auf den
Wafer oder durch Poolbildung des Atzmittels auf dem
Wafer oder durch ein anderes in diesem Dokument
offenbartes Atzverfahren. Bezugnehmend auf Fig. 24
ist die Vielzahl von Dies 134 nach einer Vereinzelung
durch Aufbringen eines Nassatzmittels gezeigt. Der
Randring 132 wird wahrend des Atzprozesses eben-
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falls aus dem Die vereinzelt. Die Vielzahl von Dies
kann dann direkt vom Band 146 abgegriffen oder auf
ein anderes Band Ubertragen werden.

[0049] Bezugnehmend auf Fig. 25 ist eine Nahan-
sicht einer Implementierung zweier Dies 148 nach ei-
ner Vereinzelung durch Nassatzen veranschaulicht.
Die Dies 148 sind an ein Bestlickungsband (Pick-
and-Place-Band) 150 gekoppelt veranschaulicht. Die
Dies kénnen direkt von diesem Band entnommen
werden oder kdnnen zur Weiterverarbeitung auf ein
anderes Band Ubertragen werden. Wie veranschau-
licht, kann das Verfahren zum Vereinzeln einer Viel-
zahl von Dies durch Nassatzen den Wéanden 152 der
Dies eine gekrimmte Form verleihen, und zwar als
Folge der isotropen Eigenschaften des Nassatzpro-
zesses.

[0050] Implementierungen eines Verfahrens zum
Vereinzeln einer Vielzahl von Dies durch Nassatzen
kdnnen, bei verschiedenen Implementierungen, ein
Befestigen des Halbleiterwafers an einem Klebeband
einschlielen.

[0051] Bei verschiedenen Implementierungen eines
Verfahrens zum Vereinzeln einer Vielzahl von Dies
durch Nassatzen kann einschlieRen, ein Atzmittel auf
entweder die erste Seite des Wafers oder die zweite
Seite des Wafers aufzubringen.

[0052] Bei verschiedenen Implementierungen eines
Verfahrens zum Vereinzeln einer Vielzahl von Dies
durch Nassatzen kann einschliel’en, wobei Nassat-
zen eines von einem Eintauchen des Halbleiterwa-
fers in ein Atzbad, Besprilhen des Halbleiterwafers
mit einem Atzmittel oder Bilden von Lachen des Atz-
mittels auf dem Halbleiterwafer einschlieft.

[0053] Bei verschiedenen Implementierungen eines
Verfahrens zum Vereinzeln einer Vielzahl von Dies
durch Nassatzen kann die Maske eine von einer tem-
porar vorhandenen oder als Opfermaterial zu entfer-
nenden sein.

[0054] Bei verschiedenen Implementierungen eines
Verfahrens zum Vereinzeln einer Vielzahl von Dies
durch Nassatzen kann das Verfahren ein Regulieren
der Geschwindigkeit des Nassatzens durch Tempe-
rieren eines Atzmittels einschlieRen.

[0055] Es sollte sich ohne Weiteres verstehen, dass
dort, wo sich die vorstehende Beschreibung auf
besondere Implementierungen von nasschemischen
Die-Vereinzelungssystemen und implementierenden
Komponenten, Teilkomponenten, Verfahren und Teil-
verfahren bezieht, eine Reihe von Modifikationen vor-
genommen werden kann, ohne von ihrem Geist abzu-
weichen, und dass diese Implementierungen, imple-
mentierenden Komponenten, Teilkomponenten, Ver-
fahren und Teilverfahren auch auf andere nassche-
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mische Die-Vereinzelungssysteme angewendet wer-
den kénnen.
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Patentanspriiche

1. Verfahren zum Vereinzeln von Dies aus einem
Wafer, umfassend:
Bereitstellen eines Halbleiterwafers mit einer ersten
Seite und einer zweiten Seite, wobei die erste Seite
eine Vielzahl von Dies und eine Vielzahl von Verein-
zelungsgassen zwischen den einzelnen der Vielzahl
von Dies umfasst;
Aufbringen einer Maske Uber der Vielzahl von Dies
und um die Vielzahl von Gassen herum;
nur Nassatzen, das in der Vielzahl von Vereinze-
lungsgassen und durch den Halbleiterwafer hindurch
erfolgt, um die Vielzahl von Dies zu vereinzeln.

2. Verfahren nach Anspruch 1, wobei der Halblei-
terwafer eine Dicke von 25 Mikrometer bis 50 Mikro-
meter aufweist.

3. Verfahren nach Anspruch 1, ferner ein Befesti-
gen des Wafers an einem Trager umfassend.

4. Verfahren zum Vereinzeln von Dies aus einem
Wafer, umfassend:
Bereitstellen eines Halbleiterwafers mit einer ersten
Seite und einer zweiten Seite, wobei die erste Seite
eine Vielzahl von Dies und eine Vielzahl von Verein-
zelungsgassen zwischen den einzelnen der Vielzahl
von Dies umfasst;
Koppeln des Halbleiterwafers an ein Band, wobei das
Band mit einem Folienrahmen gekoppelt ist;
Aufbringen einer Maske Uber der Vielzahl von Dies
und um die Vielzahl von Gassen herum; und
nur Nassatzen, das in der Vielzahl von Vereinze-
lungsgassen und durch den Halbleiterwafer hindurch
erfolgt, um die Vielzahl von Dies zu vereinzeln;
wobei der Wafer eine Dicke zwischen 10 Mikrometer
und 50 Mikrometer aufweist.

5. Verfahren nach Anspruch 4, ferner ein Verein-
zeln der Vielzahl von Dies durch Strahlablation um-
fassend.

6. Verfahren nach Anspruch 4, wobei die Maske
eine von einer temporar vorhandenen oder als Opfer-
material zu entfernenden ist.

7. Verfahren zum Vereinzeln von Dies aus einem
Wafer, umfassend:
Bereitstellen eines Halbleitersubstrats mit einer ers-
ten Seite und einer zweiten Seite und einer Dicke zwi-
schen der ersten Seite und der zweiten Seite, wobei
die erste Seite eine Vielzahl von Dies und eine Viel-
zahl von Vereinzelungsgassen zwischen den einzel-
nen der Vielzahl von Dies umfasst;
Koppeln eines Grundmetalls an die zweite Seite des
Halbleiterwafers;
Aufbringen einer Maske Uber der Vielzahl von Dies
und um die Vielzahl von Gassen herum; und

2020.10.08

Nassétzen, das in der Vielzahl von Vereinzelungs-
gassen und durch die Dicke hindurch erfolgt;

wobei der Wafer eine Dicke zwischen 10 Mikrometer
und 100 Mikrometer aufweist.

8. Verfahren nach Anspruch 7, ferner ein Verein-
zeln der Vielzahl von Dies durch Strahlablation um-
fassend.

9. Verfahren nach Anspruch 7, ferner ein Entfernen
der Maske wéahrend des Nassatzens umfassend.

10. Verfahren nach Anspruch 7, ferner ein Nassat-
zen des Grundmetalls umfassend.

Es folgen 9 Seiten Zeichnungen
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